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論文内容の要旨
本論文は，超階段接合をもっシリコンアバランシダイオードに関する研究をまとめたものであり 6
章からなっている。
第 1 章では超階段接合の諸特性とその応用に関する研究の歴史的沿革の大要について述べ，これま
での研究の問題点を示すと共に本研究の位置づけをして，その目的と意義を述べている。
第 2 章では，超階段接合の基本的な構造とその電気的特性について述べ，シリコンエピタキシャル
成長法を用いて不純物分布の制御を行なう新しい超階段接合形成法を提案している。また，この超階
段接合の電圧容量特性を最も効果的に利用した周波数変調器への応用について述べている。
第 3 章では，アパランシ領域巾を考慮して小信号等価回路を検討し，発振効率に影響する諸要因に
ついて調べている。また超階段接合の電気的特性とマイクロ波発振との関連性を検討し，その他これ
まで得られなかった高い発振周波数で動作する超階段アパランシダイオ『ドを試作し検討している。
第 4 章では，超階段接合アパランシダイオードをマイクロ波増巾器に利用した場合の基本特性，ダ
イオードの不純物分布の種類による増巾器の利得帯域特性の違いなどを検討している。また注入同期
増巾器，反射形線形増巾器に利用した場合の実験結果についても述べている。
第 5 章では，インピーダンスパラメータの変更可能な新しいマイクロ波ダイオードパッケージを提
案し，これを用いたマイクロ波発振器および増巾器への応用を述べている。また，本質的に温度変化
の大きいアパランシダイオードの新しい周波数安定化方式を提案検討している。
第 6 章では，本研究で得られた成果を総括し，今後における問題点や課題について述べている。
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論文の審査結果の要旨
本研究で得られた成果を要約するとつぎのようである。
(1) 従来のシリコン気相成長法に比して不純物濃度の制御精度の良いシリコン 2 段エピタキシャル成
長法を提唱検討し，これにより高性能の超階段接合ダイオードの製作できることを実証している。
(2) 超階段接合可変容量ダイオードの容量変化率とマイクロ波発振用超階段接合アパランシダイオー
ドの性能との関連を検討し，容量変化率の大きいもの程，発振効率の高いことを実験的に確認してい
る。
(3) 超階段接合アバランシダイオードではダイオードの Q が小さくなり，これが広帯域特性に適して
いるごとを指摘し，出力でインパットダイオード，帯域特性でガンダイオードに匹敵する広帯域注入
同期増巾器を超階段接合アパランシダイオードを用いて得ている。
(4) ダイオードパッケージのパッケージアドミッタンスの調整方法を提案検討し，この結果，マイク
ロ波回路との整合を取るに際しての自由度を従来のダイオードに比して大きくできることを実験的に
+食言すしている。
(5) ダイオードチップのアドミッタンスの温度変化をセラミック誘電体で補償する方法を提案検討し，
低 Q発振器の温度変化による発振周波数の変化を補償できることを見出している。
以上の研究成果は，マイクロ波工学の進歩に寄与するところ大であり，博士論文として価値あるも
のと認める。
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